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杨 涛 

   杨涛，男，博士，研究员，博士生导师。  

   中科院“百人计划”入选者。1997年毕业于日本德岛

大学，获工学博士。博士毕业后，作为研究员或助理教授

曾先后任职于日立公司中央研究所、新能源产业技术综合

开发机构（NEDO）和东京大学。2006年，作为中科院

“引进海外杰出人才”回国到半导体研究所工作。  

   取得的重要科研成果：  

   长期从事半导体材料、器件与物理研究，尤其在氮化物半导体新材料、光子

晶体和纳米结构半导体量子点材料及器件应用等前沿领域中取得了多项创新性成

果。代表性研究工作包括：1）理论上建立了适于III族氮化物半导体电子能带结

构计算的紧束缚近似模型。该模型被国际同行称作“标准的紧束缚近似模型”；

2）基于此模型给出了III族氮化物合金材料的能带图、禁带、电子有效质量等表

征其物理特性的重要物理量。这些物理量对基于III族氮化物半导体材料的光电子

器件的设计与模拟，材料物理特性的实验研究等具有重要意义；3）理论上证明

了V族立方相氮化物合金(InAsN)具有大的带隙弯曲参量，预言此材料可作为发展

长波长信息功能器件的新材料；4）提出了“高温缓冲层”概念，用“三步生长

法”取代“传统的两步生长法”在蓝宝石衬底上用MOCVD制备出高质量GaN晶

体。这对于发展GaN基的光电子器件具有重要的现实意义；5）近年，主要致力

于低维半导体量子点材料与器件应用的研究并取得了一系列成果：如，在国际上

证明了最均匀的1.3微米辐射InAs/GaAs自组织量子点材料（非均匀展宽<17 

meV）；报道了快速退火能使长波长量子点产生大的波长蓝移现象，阐明了产生

这一现象的物理机理；在国内实现了无外部致冷、高速（10  Gb/s）、直接调制

的1.3微米GaAs基量子点激光器，报道了基于InAs/GaAs量子点材料的中间能带

太阳能电池等。  

   迄今，在重要的国际学术刊物上发表论文50余篇，他人引用数百余次。申请

国内外发明专利8项。曾获德岛大学国际交流研究奖（1997），NEDO 

Fellowship（2000），中科院“百人计划” (2007)。   

   目前主要研究方向：  

   1） 低维量子结构半导体材料（量子阱、量子线和量子点）的MOCVD或
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MBE生长、器件制备与物理研究；  

   2） 新型半导体激光器、探测器和光放大器等研究；  

   3） 新型高效多节太阳能电池和量子点中间能带太阳能电池研究。   

   招收硕士、博士研究生、博士后，欢迎立志于科学事业的同学报考！  

   联系方式：  

   E-mail: tyang@semi.ac.cn；电话：010-82304529  

   课题组网站：http://qdlab.semi.ac.cn/    

   主持在研/完成主要项目：  

   1） 国家重大科学研究计划项目“新型半导体纳米线的可控生长和表征” 

（2012-2016）；  

   2） 国家自然科学基金项目“基于MOCVD高性能1.55微米InAs/InP自组织

量子点材料生长及激光器应用研究”（2012-2015）；  

   3） 国家自然科学基金项目“新型高效InAs/GaAs量子点中间能带太阳能电

池的研究”（2011-2013）；  

   4） 国家自然科学基金项目“新型P型掺杂1.3微米InAs/GaAs自组织量子点

材料生长及激光器应用相关基础研究”（2009-2011）；  

   5） 中科院百人计划项目“低维半导体量子点材料和器件应用研究”

（2007-2010）；  

   6） 国家863计划项目“新型P型掺杂GaAs基1.3微米InAs量子点激光器研

究”（2006.12 - 2008.12）。   
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关于 我们 

      1956年，在我国十二年科学技术发展远景规划中，

半导体科学技术被列为当时国家新技术四大紧急措施之

一。为了创建中国半导体科学技术的研究发展基地，国家

于1960年9月6日在北京成立中国科学院半导体研究所开

启了中国半导体科学技术的发展之路。 
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